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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d’'Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs &
semiconducteurs.

Régle des Six Mois Rapports de vote
N
47(BC)950 47(BC)990
47(BC)1074 47(BC)1172
47(BC)1076 47(BC)117,
47(BC)1120 47(BC){275

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-de onnent\to information sur |le

vote ayant abouti & I'approbation de cet amende

Intervalle de temps entre I'instant ou la tension directe croit en passant par une premiéfe
valeur spécifiée et celui o elle décroit de sa valeur de pointe Vp,, & une seconde valepr
spéciﬂée proche de la valeur stable fmale de la tension directe (méthode A comme|il
ro
(méthode B comme il est indiqué sur la figure 30), aprés application d’'un échelon spécifié
de courant, & partir d’'une tension nulle ou d’une autre tension inverse spécifiée.

NOTES

1 Les premidre et seconde valeurs spécifiées indiquées dans la définition sont fixées généralement a
10 % ot 110 %, respectivement, de la valeur stable finale de ia tension directe (V sur les figures 29 et 30).

2 L'extrapolation est effectuée en tragant une droite passant par deux points A et B spécifiés, comme il
ost indiqué sur la figure 30,
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PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor
devices.

Six Months’ Rule Reports on Voting
47(C0)950 47(C0)990
47(C0O)1074 47(C0O)1172
47(C0O)1076 47(CO)1173A
47(C0O)1120 47(CO)1275 <\

Fyll information on the voting for the approval of this ound in the

Vating Reports indicated in the above table.

subclause 2.4.3 by the following new subclause:

&, (of a rectifier diode or signal diode)

The time_interval between the instant when the forward voltage rises through a specified
first value' and the instant when it falls from its peak value V m to a specified second

as shown in flgure 30), upon the apphcatlon of a spec:ﬁed step of forward current followung
a zero-voltage or other specified reverse-voltage condition.
NOTES

1 The specified first and second values referred to in the definition are usually 10 % and 110 %, res-
pectively, of the final stable value (V¢ in figures 29 and 30).

2 The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B as shown in generalized form
in figure 30.
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658/9.

Temps de recouvrement direct, méthode B

CEI 659191
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V'

Figure 29 — Forward recovery time, specificatic

.

t

IEC 659/91

igure 80 —~ Forward recovery time, specification method B
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Page 22

' SECTION DEUX - DIODES DE TENSION DE REFERENCE
ET DIODES REGULATRICES DE TENSION

Remplacer les paragraphes 1.3 et 1.4 existants par les nouveaux paragraphes suivants:

1.3 Sens direct

Sens du courant forsque [a région semiconductrice de type P reliée a une borne est porige
& un potentiel positif par rapport a la région de type N reliée a l'autre borne.

NOTE - Si I'on inclut des diodes compensées on température, on n’en tient pas
nation du sens direct.

compte pour la détermi

1.4 Sens inverse

NOTE - Si l'on inclut des diodes compensées e
nation du sens inverse.

Page 24

1.2 Bornes d’ang
Voir la Publicatio

Voir la Publicationy 747-1, chapitre 1V, paragraphe 3.6.

Page 44
CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

SECTION UN - DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

Remplacer, a la page 50, le paragraphe 4.1 existant par le nouveau paragraphe suivant:

4.1 Temps de recouvrement direct t;, et tension de recouvrement direct de pointe Vg

a) But

Mesurer le temps de recouvrement direct et la tension de recouvrement direct de pointe
de la diode.
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SECTION TWO - VOLTAGE-REFERENCE DIODES
AND VOLTAGE-REGULATOR DIODES

Replace the existing subclauses 1.3 and 1.4 by the following new subclauses:

1.3 Forward direction

terminal is at a positive potential relative to the N-type region connected to the other

tefminal.

NOTE - If temperature-compensation diodes are included, these are ignored in
forward direction.

1.4 Reverse direction

TiEe direction of current that results when the N-type semicond

terminal.

NOTE - If temperature-compensation diodes are inclu
reverse direction.

Page 25
SECTION THREE - CUR <RE OR DIODES

Rpplace the existing subclat Rew subclause:

12 Anode terminal
See Publication 7@,

Page 27

Replace the existing.

13 Cathade 16

Page 45

CHAPTER IV: MEASURING METHODS

SECTION ONE - SIGNAL DIODES (INCLUDING SWITCHING DIODES)

Replace, on page 51, the existing subclause 4.1 by the following new subclause:

4.1 Forward recovery time t,_and peak forward recovery voltage Verm

a) Purpose

To measure the forward recovery time and the peak forward recovery voltage of the

diode.
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b) Schéma et formes d’onde d’essai
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Figure 31 — Schéma
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Figure 32b) — Forme d’onde de la tension

Figure 32 — Formes d’onde du courant et de la tension
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b) Circuit diagram and test waveforms
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Figure 31 — Circuit diagram
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Figure 32b) — Voltage waveform

Figure 32 — Current and voltage waveforms
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